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1. Дослідження електронних властивостей шаруватих структур з алмазо-подібними вуглецевими та
оксидними плівками на кремнії

2. The investigation of electron properties the layer structures with diamond-like carbon and oxide films on base
silicon

Реферат:
1. Виявлено явище резонансного туннелювання в структурах з дельта-легованими шарами цезію та кремнію
в широкому діапазоні полів. Проведено експериментальне та теоретичне дослідження параметрів
емісійного струму в залежності від товщини бар'єрів і квантової ями . Виявлено залежність фізичних
властивостей та емісії електронів з АПВ плівок від вмісту азоту в суміші газів при їх осадженні, а саме
спостережено немонотонну залежність роботи виходу електронів у вакуум та порогової напруги емісії від
вмісту азоту. У випадку надтонких АПВ плівок (8 нм) експериментально виявлено явище резонансної
польової емісії при появі квантової ями на границі розподілу АПВ плівка-вакуум. Виявлено явище
резонансного туннелювання носіїв струму польової емісії з вістрійних матриць, сформованих шляхом
лазерної рекристалізації кремнію та покритих у процесі формування нанокомпозитними плівками
SixOyNz(Si).



2. The resonant tunneling phenomenon was obtained in multi-layer structures with delta-doped cezium and
silicon layer at wide range electric field . The experimental and theoretical investigations of dependencies the
emission current at thickness barriers (30 angstrom) and quantum well (20 angstrom) are reported in this thesis. It
is established that, the physical properties dimond-like carbon films (DLC) films is strongly dependencies with
concentration nitrogen in gas mixture. Thus, the nonmonotonous dependences the work function and threshold
voltage with nitrogen content was obtain in detail. In case super thin DLC films (8 nm), to be obtained resonant
tunneling phenomenon, due to emerging quantum well on the surface DLC film and vacuum. The resonans
tunneling phenomenon of current electron field emission with structures forming by laser modification silicon
surface, as structures with nanocomposite covering SixOyNz(Si) was invastigated in detail.
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